3 Faz Inverterler icin Izoleli Besleme Kart1
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Inverterler I¢in Izoleli Besleme Karti’nin Devre Semasi
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Hizh Bilgiler:

Bu modiiler besleme kart1 3 faz inverterlerin yan iletken gii¢ elamanlarinin (IGBT, MOSFET yada SiC
MOSFET) siirme besleme gerilimlerinin, akim ve gerilim transducer’lerinin besleme gerilimlerini ve inrush
akim sinirlayici rdlenin besleme gerilimini olusturmak iizere tasarlanmstir. izoleli siirme gerilimleri PCB
tasarimini kolaylastirmaktadir. 3 faz bir inverterde gerekli olabilecek tiim besleme gerilimleri saglanmaktadir.
Giris Gerilimi: 24Vpc

Izolasyon:

o 24V, ile tim anahtar beslemeleri arasinda ve 24V, ile role beslemesi arasinda 3.5mm
clearance&creepage, 3kV 3mA 60sn. dielekrik dayanimi

e High side anahtarlar ile low side anahtar beslemeleri arasinda 3 mm clearance&creepage, 3kV 3mA
60sn. dielekrik dayanimi

e High side anahtar beslemelerinin kendileri arasinda 3 mm clearance&creepage, 3kV 3mA 60sn.
dielekrik dayanimi

e Low side anahtar beslemelerinin kendileri arasinda 0.3 mm fonksiyonel izolasyon.
e Transducer beslemesi ile 24V, arasinda 0.3 mm fonksiyonel izolasyon.

e RO&le beslemesi ile low side anahtar beslemeleri arasinda 0.3mm fonksiyonel izolasyon.

e Tiim cikislarin giigleri 3W’tir.
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